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Mitoita kuvan 1 virtapeilin vastus R, (3p) ja NMOS-transistorin M, W/L-suhde
(2p) siten, ettd transistorin M; ldpi meneva virta on 50 pA ja ladhtovirta I, = 300
pA. Mikd on virtapeilin 1dhtoresistanssi (1p)? Kaikki transistorit ovat aktiivisella
toiminta-alueella ja Ay = 0. Taulukossa 1 on esitetty MOS-transistorien
prosessiparametrit.
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Kuva 1.

Laske kuvassa 2 olevan vahvistimen DC-toimintapiste (2p) (DC-
toimintapistelaskuissa voit olettaa, ettd f = o). Laske timén jidlkeen vahvistimen
jannitevahvistus vou/vs ja tulo- ja ldhtéimpedanssit R, ja Roy signaalin kaistalla
(3p). B=100 ja transistorin johtaessa Vpg = 0,7 V. Mikd on tulojénnitteen vy
maksimiamplitudi, jolla ldhtosignaalin amplitudi ei leikkaannu (1p)?
Kondensaattorit C toimii kytkentidkapasitanssina (oikosulkuja signaalin kaistalla).
Transistorin saturaatiojannite Vcg.sat = 0V.
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3. Kirjoita essee aiheesta Diodin sdhkdiset ominaisuudet ja yhden diodin sisdltavan
piirin piensignaalianalyysi.

4. Piirrd kuvaan 3 merkittyjen solmupisteiden (1)-(7) signaalit. Diodin voit olettaa
ideaaliseksi. (6p)
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Kuva 3.

Taulukko 1. MOS-transistorien prosessiparametrit.

Tyyppi V1 HCox
NMOS 05V 100 pA/V?
PMOS 05V 50 pA/V?
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